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導の 4 端子測定を行った。電気伝導率のバックゲート電圧依存性(-Vg 特性)では、電気伝導率が最小
になる点（電荷中性点）よりも高ゲート電圧側で傾きが大幅に小さくなる非対称のＶ字型カーブが観測さ
れることを見いだした。電子とホールの電界効果移動度の比FEe/ FEhは 0～0.5（14 試料、平均 0.22、
標準偏差 0.14）となった。これは、歪みのないグラフェンでは、-Vg 特性が電荷中性点に対してほぼ対





























マンＤバンドとＧバンドの強度比 ID/IGとキャリアの平均自由行程 lmfpの間に以下の関係式を得た。 
              















 歪みのあるグラフェンの電気伝導に関する研究では、多数の試料の測定結果から、局所 1 次元歪みに
よって電子とホールに対する電界効果移動度に差が出ることを見いだした。その詳細な原因の究明、お
よび理論で予測されている歪みによるグラフェンの半導体化にはさらなる研究が必要であるが、本研究成
果は、その基礎として当該研究分野への寄与が大きく、高く評価されるべきものである。 
 また、電子線照射が電気伝導に与える影響を調べる研究では、ラマンスペクトルと電気伝導を関連付け
るパラメタとの関係式を初めて見いだした。この関係式から電子の散乱機構についての知見が得られると
期待され、今後の当該分野の発展に大きく貢献するものである。 
 以上のように、本研究は当該研究分野に大きく貢献するものであり、本論文は、博士論文として高く評
価されるものと判断する。 
 
〔最終試験結果〕 
 平成２６年２月２０日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のもと、
著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によっ
て、合格と判定された。 
 〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
  
 
